3. CHARAKTERYSTYKI SZCZEGOLOWE

TRANZYSTOROW

TRANZYSTOR WARSTWOWY GERMANOWY TG1

(PNP)

@05 Lzerwang Krapka

maxb

Szkic wymiarowy tranzystora TGI1

Zastosowanie:

Tranzystor warstwowy TGl pracuje w ukiadach matej mocy i malej czesto-

tliwosci.

Dane ogodlne:

Obudowa
Oznaczenie . Ce e :
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia .

Dopuszczalna temperatura zlacza .
Ciezar
Dane elektryczne

Dane maksymalne (wartoscigraniczne)
MUCBM max 19V

'_—'{jCB max =LV
_SCEM max }~—- patrz rys. na str, 99.
CE max
~UrBMmar =10V
~—Ie 2t max = 50 mA przez max 20 msec
~*C max = 10 mA

metalowa
nadruk na obudowie
a mfn: :64(?:(?
a max
T; as +65°C
0,9 G
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TRANZYSTOR WARSTWOWY TGl1

TeM max = 55 mA przez max 20 msec
IE max =1 mA

—I g st max = &5 mA przez max 20 msec
P . — patrz rys. na str, 98.
K, = 2 mW/C

Dane statyczne (T, =25°C)

—lege = 15 BA przy —Uq-p = § .V

—lope = 400 pA prizy —Uqsp =35V

~—lpps = 20 RA przy —Ugg =5V

Dane dynamiczne (T, =25°C)

Uktad OE {f = 1000 Hz)

h,,, = 300 = 1000 Q

Proe = 25 - 1078 Usg =5V, —Iz = 1 mA
h,, = 9+ 20 [P —Ygg T OV —lg=1m
Rype = 50 uS -

F = 30 dB przy —Ugp = 1V, —I. = 0,2 mA,
Uktad OB

f. > 300 kHz przy —Ucg = 5V, —I, = 1 mA
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TRANZYSTOR WARSTWOWY TGl
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TRANZYSTOR WARSTWOWY TGl
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"TRANZYSTOR WARSTWOWY TGI1
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TRANZYSTOR WARSTWOWY TG1
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e ey TRANZYSTOR WARSTWOWY TG1 e —
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Zaleznosé maksymalnego napiecia kKolektor-emiter tranzystora TG1 od opornosci
miedzy emiterem a baza
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